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新しい磁壁移動型メモリが次世代メモリとして注目を集めており、垂直磁化にすることで電流

密度の閾値を小さく出来ることが知られている[1,2]。そこで本研究では、CoNi多層膜の垂直磁化

特性がどのようにして発現するかの直接観察を行った。観察は、高分解能・実時間磁区観察が可

能な超高輝度・高偏極・長寿命スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡 (SPLEEM)[3]を用いて行った。

図 1 に W(110)基板上の Co/Ni2積層過程の磁区観察結果を示す[4]。W(110)基板上に 2ML の Ni と

1ML の Co を交互に積層していくと、積層初期には Co 積層中に面内磁区が表われ、Ni 積層中に

垂直磁区が表われる(ad)。Co、Niの積層回数が増加すると垂直磁化が安定となり、Co積層後も

垂直磁化を保つようになる(fi)。これは、Co/Ni 界面の磁気異方性が垂直磁気特性に大きく影響

を及ぼしていることを示唆している。また、LLG 方程式を用いた磁区パターン形成のシミュレー

ションも行っており、実験結果が良く再現できる[5]。 
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図 1 W(110)基板上の Co/Ni積層過程の磁区構造の変化。// : 面内磁区像、 : 垂直磁区像。視

野径 6 m。Ni膜厚 2 ML、Co膜厚 1 ML。 
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